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本アプリケーション ノート (AN200291) は I2C nvSRAMから I2C F-RAM™への置換えのガイドラインを提供します。それは等

価の F-RAM デバイスを推奨し、パッケージと機能の相違点、および置換えを首尾よく行うためのハードウェアとファームウェア

の修正点を説明します。 
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1 はじめに 

F-RAM (強誘電体ランダム アクセス メモリ) は強誘電体コンデンサを使ってデータを格納する不揮発性メモリです。F-RAM

に書き込まれるデータは瞬時に不揮発性になります。EEPROM およびフラッシュと違って、F-RAM はバス速度でデータを 

不揮発性メモリに書き込みます。  

nvSRAMは、各メモリ セルに不揮発性素子を組み込んだ SRAMメモリです。組み込んだ不揮発性素子は SONOS量子トラップ

技術を利用します。SRAM が回数に制限のない読出しと書込みサイクルをもたらす一方、量子トラップセルが高い信頼性の

不揮発性データ記憶を実現します。SRAMから不揮発性要素へのデータ転送 (STORE 動作) は、パワーダウン時に自動的

に実行されます。電源投入時には、不揮発性メモリから SRAMにデータが再 STOREされます(RECALL動作)。 

サイプレスは CY14MB064J2A, CY14ME064J2A, および CY14B101J2 という新しい設計には推奨されない (NRND) 3つ

の nvSRAMデバイスを製造しました。サイプレスは F-RAM製品によりこれらのデバイスの置き換えオプションを提供します。

本アプリケーション ノートは I2C nvSRAM から I2C F-RAM への置換えに際しての詳細な情報を提供します。それは、 

パッケージ, 機能およびタイミングの相違点, および置換えを首尾よく行うためのハードウェアとファームウェアに求められる修

正点を説明しています。 

NRND (新しい設計に推奨されない) である nvSRAMデバイスに対して、表 1に推奨する置換えの F-RAM製品を示します。  

 

http://www.cypress.com/
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表 1. 置換えオプション 

SI番号 nvSRAM (または元の) 製品番号 F-RAM (または置換え) 製品番号 説明 

1 CY14MB064J2A FM24CL64B 64-Kb、3.0-V I2Cデバイス 

2 CY14ME064J2A FM24C64B 64-Kb、5.0-V I2Cデバイス 

3 CY14B101J2 FM24V10 / FM24VN10 1-Mb、3.0-V I2Cデバイス 

これらのことは、F-RAM製品は読出し／書込みプロトコル (I2C) および容量が nvSRAM製品と同じあることを示唆しますが、これ

らは同一ではありません。nvSRAM 製品を置き換える際に、それらの相違点を知る必要があります。以下のセクションは類似

点および相違点について説明します。 

2 概要 

2.1 パッケージの互換性 

表 2 に示すように、すべての nvSRAM パッケージ オプションが F-RAM でサポートされています。さらに、3.0-V の 64-Kb  

F-RAMデバイスも 8ピン DFNパッケージで提供されています。 

表 2. パッケージの比較 

パッケージ 

置換えオプション 

1 2 3 

CY14MB064J2A FM24CL64B CY14ME064J2A FM24C64B CY14B101J2 FM24V10/ FM24VN10 

8ピン SOIC 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 

8ピン DFN 使用不可 使用可能 使用不可 使用不可 使用不可 使用不可 

2.2 ピンの互換性 

表 3 に示すように、nvSRAM と F-RAMは、ピン 1 を除いてすべての I/O ピンが一致します。F-RAMではピン 1 はデバイス

選択ピン A0 です。F-RAM で A0 には内部プルダウン抵抗があるため、F-RAMへの置換えの際は、フローティングのままに

することが可能です。 

表 3. ピンの相違点 

SI 

番号 
製品番号 ピンの説明 

1 

CY14MB064J2A 

対 

FM24CL64B 

ピン 1を除いて、すべてのピンは互換性がある。 ピン 1は CY14MB064J2Aでは VCAPであり、FM24CL64B

では A0。FM24CL64Bには VCAPピンが不要なので、更に 1本のデバイス選択ピン (A0) が提供され、このピンを

介して最大 8個の F-RAMデバイスを同じ I2Cバスに接続することができる 

A0 ピンを使用するには、既存のアプリケーションでファームウェアの変更が必要。メモリ スレーブ ID のビット

1は nvSRAMで「ドントケア」であるが、F-RAMで「0」でなければならない (F-RAMで A0 ピンを未接続のま

まにするか、または VSSに接続すると想定) 

2 

CY14ME064J2A 

対 

FM24C64B 

ピン 1を除いて、すべてのピンは互換性がある。 ピン 1は CY14ME064J2Aで VCAPであり、FM24C64Bで A0。

FM24C64Bには VCAPピンが不要なので、更に 1本のデバイス選択ピン (A0) が提供され、このピンを介して

最大 8個の F-RAMデバイスを同じ I2Cバスに接続することができる 

A0ピンを使用するには、既存のアプリケーションでファームウェアの変更が必要。メモリ スレーブ IDのビット 1は

nvSRAM で「ドントケア」であるが、F-RAM では「0」でなければならない (F-RAM では A0 ピンを未接続の 

ままにするか、または VSSに接続すると想定) 

3 

CY14B101J2 

対 

FM24V10 / FM24VN10 

すべてのピンは互換性がある。F-RAMには VCAPが不要なため、ピン 1が NC (未接続)。 

http://www.cypress.com/
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2.3 命令／機能セット 

表 4 に、nvSRAM と F-RAM のすべての機能の比較を示します。ハイライトしたセルは、nvSRAM に比べて F-RAM の機能

が劣っていることを示します。 

表 4. 機能セット比較 

機能セット 

置換えオプション 

備考 
1 2 3 

CY14MB0
64J2A 

FM24CL64B CY14ME064J2A FM24C64B CY14B101J2 
FM24V10/ 
FM24VN10 

シングルバイト書込み 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能  

マルチバイト書込み 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能  

ハイスピード モード  

(Hsモード) でのシング

ルバイト書込み 

使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 

I2C Hsモードは 64-Kb 

F-RAMでサポートされない 

Hsモードでのマルチバ

イト書込み 
使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 

I2C Hsモードは 64-Kb  

F-RAMでサポートされない 

現時点アドレス シング

ルバイト読出し 
使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 

 

現時点アドレス マルチ

バイト読出し 
使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 

 

Hsモードの現時点アド

レス シングルバイト読出

し 

使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 

I2C Hsモードは 64-Kb  

F-RAMでサポートされない 

Hsモードの現時点アド

レス マルチバイト読出し 
使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 

I2C Hsモードは 64-Kb  

F-RAMでサポートされない 

選択的 (ランダム) シン

グルバイト読出し 
使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 

 

選択的 (ランダム) マル

チバイト読出し 
使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 使用可能 

 

スリープ モード 使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 

64Kb F-RAM は非常に低い

スタンバイ電流を消費するた

め、スリープ モードはサポート

されない 

デバイス ID 使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用可能 
デバイス IDは 64-Kb  

F-RAMではサポートされない 

シリアル番号 使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 
FM24VN10

で使用可能 

シリアル番号は 64-Kb  

F-RAMでサポートされない 

AutoStore 使用可能 – 使用可能 – 使用可能 – 

不揮発性書き込みが瞬間的

であるため、AutoStore は 

F-RAMに適用されない 

ソフトウェア STORE 使用可能 – 使用可能 – 使用可能 – 

不揮発性書込みが瞬間的で

あ る た め 、 ソ フ ト ウ ェ ア

STORE は F-RAM に適用さ

れない 

AutoStoreイネーブル／

ディセーブル 
使用可能 – 使用可能 – 使用可能 – 

AutoStore は F-RAM に適用

されない 

http://www.cypress.com/
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機能セット 

置換えオプション 

備考 
1 2 3 

CY14MB0
64J2A 

FM24CL64B CY14ME064J2A FM24C64B CY14B101J2 
FM24V10/ 
FM24VN10 

ソフトウェア RECALL 使用可能 – 使用可能 – 使用可能 – 

個別の NV メモリ セルがない

ため、ソフトウェア RECALL

は F-RAMに適用されない 

ステータス レジスタ／ 

ブロック保護 
使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 使用可能 使用不可 

ステータス レジスタもブロック

保護も F-RAMで使用不可 

速度 
3.4 MHz,  
1 MHz, 
400 kHz 

1 MHz,  
400 kHz 

3.4 MHz, 1 MHz,  
400 kHz 

1 MHz,  
400 kHz 

3.4 MHz,  
1 MHz,  
400 kHz 

3.4 MHz,  
1 MHz, 
400 kHz 

ハイ スピード モードは 64-Kb 

F-RAMでサポートされない 

アクセス可能回数 
106不揮発

性サイクル 
1014 

106不揮発性 

サイクル 
1014 

106不揮発性

サイクル 
1014 

nvSRAMと F-RAMの両方に

対し、耐久性は実用上無制限 

データ保持  

(85oC) 
20年 10年 20年 10年 20年 10年 

F-RAM のデータ保持時間は

nvSRAMより短い 

2.4 パラメーター 

表 5に、64-Kb nvSRAMと F-RAM間のDCと ACパラメーターの比較を示します。ハイ スピード モードを除けば、パラメーターは

互換性があります。ハイライトしたセルは、nvSRAMに比べて F-RAMの機能が劣っていることを示します。 

表 5. 64-Kb nvSRAMと F-RAMのパラメーター比較 

パラメーター 説明 

CY14MB064J2A/ 
CY14ME064J2A 

FM24CL64B / FM24C64B 
単位 

Min Max Min Max 

DCパラメーター 

VCC/VDD 電源電圧 
3 V (Typ) 2.7 3.6 2.7 3.65 V 

5 V (Typ) 4.5 5.5 4.5 5.5  

ICC1 平均 Vcc電流 

fSCL = 3.4 MHz – 1 非対応 mA 

fSCL = 1 MHz – 400 – 

300 
(FM24CL64B) 

µA 
400 
(FM24C64B) 

ICC2 STORE中の平均 Vcc電流 – 3 該当なし mA 

ICC4 
AutoStoreサイクル中の平均 VVCAP 

電流 
– 3 該当なし mA 

ISB Vccスタンバイ電流 – 

120 
(CY14MB064J2A) 

- 

6  

(FM24CL64B) 
µA 

150  

(CY14ME064J2A) 

10 
(FM24C64B) 

IZZ スリープ モード電流 – 8 非対応 µA 

IIX I/Oピンの入力電流 –1 +1 –1 +1 µA 

IOZ 出力リーク電流 –1 +1 –1 +1 µA 

Ci / CO 出力ピン静電容量 – 7 – 8 pF 

Ci / CI 入力ピン静電容量 – 7 – 6 pF 

VIH 入力 HIGH電圧 0.7 x VCC VCC + 0.5 0.7 x VCC VCC + 0.3 V 

http://www.cypress.com/
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パラメーター 説明 

CY14MB064J2A/ 
CY14ME064J2A 

FM24CL64B / FM24C64B 
単位 

Min Max Min Max 

VIL 入力 LOW電圧 –0.5 0.3 x VCC –0.3 0.3 x VCC V 

VOL 出力 LOW電圧 
IOL = 3 mA – 0.4 – 0.4 V 

IOL = 6 mA – 0.6 非対応 V 

Rin 
VIN = VIL(Max) 50 – 40 – kΩ 

VIN = VIH(Min) 1 – 1 – MΩ 

Vhys シュミット トリガー入力のヒステリシス 0.05 x VCC – 0.05 x VCC – V 

VCAP ストレージ コンデンサ 42 180 該当なし µF 

VVCAP 
デバイスにより VCAPピン上に駆動され

た最大電圧 
– VCC 該当なし V 

クロック周波数 

fSCL クロック周波数、SCL 

– 3.4 非対応 MHz 

– 1 – 1 MHz 

– 400 – 400 kHz 

fSCL = 1 MHz時の ACスイッチング パラメーター 

tSU; STA 反復 START条件のセットアップ時間  250 – 250 – ns 

tHD;STA START条件のホールド時間 250 – 250 – ns 

tLOW SCLの LOW時間 500 – 600 – ns 

tHIGH SCLの HIGH時間 260 – 400 – ns 

tSU;DATA データ入力セットアップ時間 100 – 100 – ns 

tHD;DATA データ ホールド時間 (入力／出力) 0 – 0 – ns 

tDH データ出力ホールド時間 0 – 0 – ns 

tr SDAと SCLの立上り時間 – 120 – 300 ns 

tf SDAと SCLの立下り時間 – 120 – 100 ns 

tSU；STO STOP条件のセットアップ時間 250 – 250 – ns 

tVD;DATA データ出力有効時間 – 400 – 550 ns 

tVD;ACK ACK出力有効時間 – 400 未指定 ns 

tOF 
VIH(min)から VIL(max)までの出力立下り

時間 
– 120 未指定 ns 

tBUF 
STOP条件と次の START条件間の

バス空き時間 
500 – 500 – ns 

tSP 
入力フィルターで抑制する必要がある

スパイクのパルス幅 
– 50 – 50 ns 

タイミング 

tFA (tPU) 電源投入時から最初のアクセスまで 20 – 

1  

(FM24CL64B) 

– ms 

10  

(FM24C64B) 

http://www.cypress.com/
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パラメーター 説明 

CY14MB064J2A/ 
CY14ME064J2A 

FM24CL64B / FM24C64B 
単位 

Min Max Min Max 

tVCCRISE (tVR) VCC電源投入時ランプ レート 50 – 30 – µs/V 

tVF VCC電源切断時ランプ レート 未指定 30 – µs/V 

tSLEEP 
SLEEP命令が発行されてから低消費

電力モードに入るまでの時間 
– 8 該当なし ms 

tWAKE (tREC) スリープ モードからの復帰時間 – 20 該当なし ms 

tSB 
STOP条件が発行されてからスタンバイ 

モードに入るまでの時間 
– 100 未指定 µs 

 

表 6に、1-Mb nvSRAM と F-RAM間の DC と ACパラメーターの比較を示します。すべてのパラメーターは互換性がありま

す。ハイライトしたセルは、nvSRAMに比べて F-RAMの機能が劣っていることを示します。 

表 6. 1-Mb nvSRAMと F-RAMのパラメーター比較 

パラメーター 説明 
CY14B101J2 FM24V10 / FM24VN10 

単位 
Min Max Min Max 

DCパラメーター 

VCC/VDD 電源電圧 2.7 3.6 2.0 3.6 V 

ICC1 平均 Vcc電流 
fSCL = 3.4 MHz – 1 1 mA 

fSCL = 1 MHz – 400 – 400 µA 

ICC2 STORE中の平均 Vcc電流 – 3 該当なし mA 

ICC4 AutoStoreサイクル中の平均 VVCAP電流 – 3 該当なし mA 

ISB Vccスタンバイ電流 – 150 – 150 µA 

IZZ スリープ モード電流 – 8 – 8 µA 

IIX I/Oピンの入力電流 –1 +1 –1 +1 µA 

IOZ 出力リーク電流 –1 +1 –1 +1 µA 

Ci 各 I/Oピンの静電容量 – 7 – – pF 

CO 出力ピン静電容量 (SDA) – – – 8 pF 

CI 入力ピン静電容量 – – – 6 pF 

VIH 入力 HIGH電圧 
0.7 x 
VCC 

VCC + 0.5 0.7 x VCC VCC + 0.3 V 

VIL 入力 LOW電圧 –0.5 0.3 x VCC –0.3 0.3 x VCC V 

VOL 出力 LOW電圧 
IOL = 3 mA – 0.4 – 0.4 V 

IOL = 6 mA – 0.6 未指定 V 

Rin 
VIN = VIL(Max) 50 – 50 – kΩ 

VIN = VIH(Min) 1 – 1 – MΩ 

Vhys 
シュミット トリガー入力のヒステリシス 

 

0.05 x 
VCC 

– 0.05 x VCC – V 

VCAP ストレージ コンデンサ 42 180 該当なし µF 

VVCAP デバイスにより VCAPピン上に駆動された最大電圧 – VCC 該当なし V 
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パラメーター 説明 
CY14B101J2 FM24V10 / FM24VN10 

単位 
Min Max Min Max 

クロック周波数 

fSCL クロック周波数、SCL 

– 3.4 – 3.4 MHz 

– 1 – 1 MHz 

– 400 – 400 kHz 

fSCL = 1 MHz時の ACスイッチング パラメーター 

tSU；STA 反復 START条件のセットアップ時間  250 – 260 – ns 

tHD;STA START条件のホールド時間 250 – 260 – ns 

tLOW SCLの LOW時間 500 – 500 – ns 

tHIGH SCLの HIGH時間 260 – 260 – ns 

tSU;DATA データ入力セットアップ時間 100 – 50 – ns 

tHD;DATA データ ホールド時間 (入力／出力) 0 – 0 – ns 

tDH データ出力ホールド時間 0 – 0 – ns 

tr SDAと SCLの立上り時間 – 120 – 120 ns 

tf SDAと SCLの立下り時間 – 120 – 120 ns 

tSU；STO STOP条件のセットアップ時間 250 – 260 – ns 

tVD;DATA データ出力有効時間 – 400 – 450 ns 

tVD;ACK ACK出力有効時間 – 400 未指定 ns 

tOF VIH(min)から VIL(max)までの出力立下り時間 – 120 未指定 ns 

tBUF STOP条件と次の START条件間のバス空き時間  500 – 500 – ns 

tSP 
入力フィルターで抑制する必要があるスパイクの 

パルス幅  
– 50 – 50 ns 

タイミング 

tFA (tPU) 電源投入時から最初のアクセスまで 20 – 0.25 – ms 

tVCCRISE (tVR) VCC電源投入時ランプ レート 50 – 50 – µs/V 

tVF VCC電源切断時ランプ レート 制限がない 100 – µs/V 

tSLEEP 
SLEEP命令が発行されてから低消費電力 

モードに入るまでの時間 
– 8 未指定 ms 

tWAKE (tREC) スリープ モードからの復帰時間 – 20 – 0.4 ms 

tSB 
STOP条件が発行されてからスタンバイ モードに入る

までの時間 
– 100 未指定 µs 
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3 重要な注意事項 

表 7に、nvSRAMから F-RAMへの置換えの際に注意すべき各オプションの重要な注意事項をまとめています。  

表 7. 重要な注意事項のまとめ 

SI番号 製品番号 重要な相違点 

1 

CY14MB064J2A 

対 

FM24CL64B 

ピン: ピン 1は nvSRAMで VCAPであり、F-RAMで A0。 

速度: 3.4 MHzは F-RAMでサポートされない。F-RAMは 1 MHz, 400 kHz, および 100kHzをサポート。 

必須でない機能: AutoStore, ソフトウェア STORE, ソフトウェア RECALL, AutoStore イネーブル, および

AutoStoreディスエーブルは F-RAMに適用されない。 

サポートされない機能: スリープ モード, デバイス ID, シリアル番号, ブロック保護, およびステータス レジスタ

は F-RAMでサポートされない 

2 

CY14ME064J2A 

対 

FM24C64B 

ピン: ピン 1は nvSRAMで VCAPであり、F-RAMで A0。 

速度: 3.4 MHzは F-RAMでサポートされない。F-RAMは 1 MHz, 400 kHz, および 100 kHzをサポート。 

必須でない機能: AutoStore, ソフトウェア STORE, ソフトウェア RECALL, AutoStore イネーブル, および

AutoStoreディスエーブルは F-RAMに適用されない。 

サポートされない機能: スリープ モード, デバイス ID, シリアル番号, ブロック保護, およびステータス レジスタ

は F-RAMでサポートされない 

3 

CY14B101J2 

対 

FM24V10/ 
FM24VN10 

ピン: ピン 1は nvSRAMで VCAPであり、F-RAMで A0。 

必須でない機能: AutoStore, ソフトウェア STORE, ソフトウェア RECALL, AutoStore イネーブル, および

AutoStoreディスエーブルは F-RAMに適用されない。 

サポートされない機能: ブロック保護およびステータス レジスタは F-RAMでサポートされない。  

実装が異なる機能: スリープ モード, デバイス ID, およびシリアル番号がサポートされるが、nvSRAM と 

F-RAMでは命令が異なる 

3.1 ピンの差異 

ピン 1 は nvSRAM では VCAP です。図 1 および図 2 に示すように、このピンは、64-Kb F-RAM では A0 であり、 

1-Mb F-RAM では NC です。そのため、nvSRAM から F-RAM への置換えの際、ピン 1 を開放にしてください。F-RAM は 

ピン A0を LOWに維持する内部プルダウン抵抗を備えています。 

図 1. 64-Kb nvSRAMと F-RAMのパッケージ比較 

          

図 2. 1-Mb nvSRAMと F-RAMのパッケージ比較  

       

FM24V10 / 
FM24VN10 
Top View   

not to scale 
 

FM24CL64B / 
FM24C64 
Top View   

not to scale 
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3.2 I2C速度 

I2C Hsモードは大容量 (128 Kb以上) の F-RAMのみでサポートされます。そのため、1-Mb nvSRAMから 1-Mb F-RAMへ

の置換えの際、I2C速度は問題となりません。  

1 MHz以下の I2Cアクセスの場合、64-Kb nvSRAM (CY14MB064J2A) から 64-Kb F-RAM (FM24CL64B) への置換えの

際に、I2C速度も問題ではありません。ただし、Hsモード アクセスが必要な場合は、CY14MB064J2Aを、同じフットプリントで

Hs モードをサポートするより大きい容量の F-RAM (128-Kb FM24V01) に置き換えることができます。CY14ME064J2A  

(5-V nvSRAM) に対しては、Hsモードをサポートする F-RAMの置換えオプションはありません。 

3.3 nvSRAMの特別な機能 

AutoStore, AutoStore イネーブル, AutoStoreディスエーブル, ソフトウェア STOREやソフトウェアなどの nvSRAMの特別

な機能は F-RAMに適用不可です。nvSRAMでは、データはまず SRAMに書き込まれ、そのあとで AutoStore またはソフト

ウェア STORE の処理中に不揮発性セルに転送されます。F-RAM では、データは瞬時に不揮発性になるため、これらの機

能は無意味です。 

3.4 スリープ モード 

より小さい容量の F-RAMデバイス (FM24CL64Bまたは FM24C64B) では、スタンバイ電流は nvSRAMのスリープ モード

電流と等価です。そのため、スリープ モードは小さい容量の F-RAMで不要です。1-Mb F-RAMの FM24V10/FM24VN10で

は、スリープ モードは nvSRAM CY14B101J2 と同様にサポートされます。ただし、図 3 および図 4 に示すように、スリープ  

モードへの移行の命令は異なります。   

図 3. nvSRAM (CY14B101J2) でのスリープ モード 

 

図 4. F-RAM (FM24V10) でのスリープ モード 
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3.5 デバイス ID 

nvSRAM と違って、すべての F-RAM デバイスではデバイス ID が使用不可です。FM24V10/FM24VN10 は、nvSRAM 

カウンターパートである CY14B101J2 と同じデバイス IDを持っています。ただし、図 5および図 6に示すように、デバイス ID

を読み出す命令は異なります。より小さい容量の F-RAMデバイス (FM24CL64Bおよび FM24C64B) では、デバイス IDは

使用不可です。ただし、デバイス IDが必要な場合、FM24CL64Bをより大きい容量の F-RAM (128-Kb FM24V01) に置換え

ができます。 

図 5. nvSRAM (CY14B101J2) でのデバイス ID読出し 

 

図 6. F-RAM (FM24V10) でのデバイス ID読出し 

 

3.6 シリアル番号 

nvSRAM と違って、シリアル番号は 1-Mb F-RAM デバイスにのみあります。標準の 1-Mb FM24V10 はシリアル番号を 

持っていない一方、FM24VN10 という別の F-RAM 製品はシリアル番号を持っています。シリアル番号は nvSRAM では 

ユーザーにより設定可能ですが、F-RAM では、工場出荷時にプログラム済みの読出し専用番号です。さらに、図 7 および 

図 8に示すように、シリアル番号を読み出す命令は両者で異なります。より小さい容量の F-RAMデバイス (FM24CL64Bお

よび FM24C64B) には、シリアル番号はありません。  

図 7. nvSRAM (CY14B101J2)でのシリアル番号読出し 

 

 

図 8. F-RAM (FM24VN10) でのシリアル番号読出し
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3.7 ステータス レジスタおよびブロック保護 

nvSRAM と違って、F-RAM はステータス レジスタを備えていません。そのため、ブロック保護機能もサポートされません。 

ユーザーが nvSRAM でブロック保護機能を使用している場合、F-RAM に置き換える際、この機能は使用不可です。ただし、

メモリ全体を保護する書込み保護 (WP) ピンの機能は nvSRAMと F-RAMで同じです。 

3.8 タイミング パラメーター 

AC パラメーター  (tLOW および tHIGH) は SCL クロックの LOW および HIGH タイミングを表します。これらは 1-Mb 

CY14B101J2と FM24V10で同じです。64-Kb nvSRAMと F-RAMでは、これらは 1 MHzの場合を除いて同じです。ユーザーの

アプリケーションが 1 MHz で動作している場合、F-RAMに置き換える際、tLOWが最小値 (600 ns) で、tHIGHが最小値 (400 

ns) であることを確認してください。  

SDAおよび SCLラインの立下り時間 (tf) は、64-Kb nvSRAMでは 120 ns (最大値) で、64-Kb F-RAMでは 100 ns (最大値) です。 

反復 STARTと STOPのセットアップ時間 (それぞれ tSU;STAおよび tSU;STO) および STARTのホールド時間 (tHD;STA) はわずかに 

異なります。これは、1-Mb FM24V10では 260 nsで、CY14B101J2では 250 nsです。 

F-RAM仕様の残りのパラメーターは nvSRAMのパラメーターと同じであるか、またはより良いです。比較については、表 5と

表 6をご参照ください。 

3.9 Vccランプ レート  

F-RAM は nvSRAM に比べて、同じまたはより良い Vcc電源投入ランプ レート仕様を持っています。ただし、電源切断ランプ 

レート仕様が F-RAMに追加されます。ユーザーのシステムで電源切断ランプ レートが 30 µs/Vより遅いことを確認してください。 

3.10 ファームウェアの変更 

nvSRAM 用のファームウェアは AutoStore, ソフトウェア STORE, ソフトウェア RECALL, AutoStore イネーブルや

AutoStore ディスエーブルなどの nvSRAM 特有の機能により追加の論理を含むことがあります。F-RAM ではこの論理を除

去できます。スリープ モード, デバイス ID, およびシリアル番号の命令は F-RAMで異なるため、ファームウェアを変更する必

要があります。 

電源投入から最初のアクセスまでの時間, スリープ モードへの移行時間, およびウェイクアップ時間は F-RAM でより短いで

す。そのため、待機時間を短縮するために、ファームウェアを更新できます。詳細については、表 5および表 6 をご参照くださ

い。 

4 まとめ 

本アプリケーション ノートでは、I2C nvSRAMから I2C F-RAMデバイスへの置換え用のオプションについて説明しました。両

方のデバイスの間で、パッケージ、機能とパラメーターに関して考慮すべきいくつかの相違点があります。指定した nvSRAM

デバイスを使用するデザインの大部分は最小限の変更だけで F-RAMに置き換えることができます。  
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